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Abstract

.0.810p m

This project aimed to calculate the changing of half wave voltage with the
wavelength. In addition to that we calculate the half wave voltage for an Electro-optic
modulator system consist of LiNbO3 crystal using the transverse linear Electro-optic

effect at 0.810pn m wavelength.
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	حمد رحيم العزاويعبد المهدي طالب رحمة اللـهشذى شمعون بطرس
	الخلاصة
	الخلاصة
	الخلاصة
	المقدمة:


	استخدمت في هذا البحث  بلورة نيوبايد الليثيوم في منظومة التضمين وتعد بلورة  كهر وضوئية متميزة و من أهم خصائص هذه البلورة أن المعامل اللاخطي (non linear coefficient) عالي وتمتـلـك اسـتـقـرارية مـيـكـانـيكية وكـيـمـيائية جــيـدة    [4].  بالاضافة الى تحملها للتعرض للقدرات العالية لليزر ومحافظتها على تجانسها وعدم تغير معامل الانكسار لها عند تسليط فولطيات عالية لغرض تشغيلها  [5]  وتمتلك البلورة امتصاصية واطئة في مناطق الطيف المنطقة المرئية  وتحت الحمراء القريبة أي إنها تسمح لمعدلات عالية من القدرة من النفاذ خلالها  [7,6].  وأيضا كونهـا  بلورة  (isomorphic) مكن استـخـدامـها كـمفـاتـيـح لعامل النوعية (Q-  switching) بدلا من بعض البلورات مثل ,KDP  KD*P وذلك لأنها لا تحتاج إلى فولطيات عالية لاجل تشغيلها حيث إن فولطية التـشـغيـل لـها عند الطول الموجي (1.06 m)  هي 1.6 كيلوفولط مقارنة ببلورة KD*P  والتي تحتاج إلى 6.5  كيلو فولط   [8] وتستخدم هذه البلورة في المضمنات بنوعيها المستعرض (transverse  modulator)     والطولي(longitudinal modulator)  . وهذه البلورة هي بلورة غير متميعة لذا فهي لا تحتاج إلى حاوية مغلقة لحفظها من المتغيرات الخارجية [9].  و الثابت الكهر وضوئي لهذه البلورة يساوي   (8.6x10-6 m/V ) ومعامل انكسار اعتيـادي   no  مساو الى   (2.257) ومعامل انكسار استثنائي ne  مساو الى (2.174)  [10].
	الجانب العملي:
	ان البلورة التي استخدمت في هذا البحث لغرض حساب فولطية نصف الموجة عند الطول الموجي 0.810 m  ذات ابعاد  (طول22mm ، عرض8mm ، ارتفاع 8mm ) . وتم تثبيت الاقطاب والتي هي عبارة عن رقائق من النحاس موصولة بسلكين  بالخلية بالشكل المستعرض كما في الشكل (1) أي ان اتجاه المجال الكهربائي المسلط على الخلية هو عمودي على اتجاه الضوء الداخل وتوضع الخلية المثبتة مع الاقطاب داخل حاوية  وتربط الاقطاب بالدارة الكهربائية الخاصة بتسليط الفولطية لغرض تشغيل الخلية وتوضع الخلية بين المستقطب والمحلل وكل منهما مثبت بزاوية 45o  بحيث يكونان  متقاطعين، والشكل (2) يبين  خلية بوكلس مع الاجزاء المستخدمة لتشغيل الخلية، الشكل (3) يبين الدارة الكهربائية الخاصة بتشغيل خلية بوكلس.



